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équé ha sucedido en las ultimas 4 décadas?
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Revenue [B $USD]

En las tres uUltimas décadas el transistor de efecto de campo (MosFet) ha

producido ganancias ascendentes de 6.94 miles de millones de ddlares por
afno, y ha pasado de 40 mil transistores en el primer chip a 4,300 millones de

INAOE
transistores por chip.
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FET-related devices
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Se ha incrementado el numero de materiales desde unos 8 hasta mas de 40, y el

numero de dispositivos relacionados con el MosFet es de mas de 15
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Los semiconductores han sido muy fructiferos propagandose mas alla de la
aplicacion tradicional en microprocesadores.
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Semiconductors

Mas de 35 diferentes tipos de dispositivos mas alla del
MosFet, y con aplicaciones que van mas alla del micro-

procesamiento de informacion
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N\ Un ejemplo muy popular
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Raspberry Pi 3 ARM Cortex-A53 BCM2837 SoC
4 nucleos-28 nm

Aplicaciones en la industria automotriz,
dispositivos moviles, redes,
comunicaciones, TV digital
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ARM CoreSight™ Multicore Debug and Trace
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ARMv8-A with cypto ext.
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Configurable AMBA®4 ACE or AMBAS5 CHI Coherent Bus Interface
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La meta que todo mundo busca

Information worldwide, anywhere, anytime
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Low energy
consumption,
self-sustainable,
non-polluting

Low cost



...y ahora...,
équé hago con tanta tecnologia?
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El MosFet: la celda unitaria

Tox=2 nm

Tinv=4-20 nm

Gate oxide
Tox

Qs)

Inversion channel

------------------

-~
- - - -

-
-----------------------

Granularidad atomica de la interfaz y el metal

Oxide thickness



